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Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau: 
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ đầu tư: Nhà máy A32/Quân chủng PK-KQ.
- Tên dự toán: Dự toán mua sắm vật tư thực hiện HĐGV số 02-324-III; 04-324-III; 12-324-III;
- Tên gói thầu: Mua linh kiện điện tử, vật tư tiêu hao.
- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 60 ngày.
- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước.
- Địa điểm thực hiện: Nhà máy A32/QC PK-KQ; Địa chỉ: Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, Tp. Đà Nẵng; Số điện thoại: 02363.746313.
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. Yêu cầu chung:
- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất từ năm 2024 đến nay.
- Nhà thầu phải chào đầy đủ rõ ràng ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ cho tất cả danh mục hàng hóa mà không được ghi kèm theo cụm từ tương đương. Trường hợp nhà thầu không chào rõ theo yêu cầu hoặc hàng hóa kèm theo cụm từ tương đương được đánh giá là không đạt yêu cầu.
* Yêu cầu về xuất xứ, chất lượng đối với hàng hóa có xuất xứ nước ngoài: 
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
Các giấy tờ nêu trên đảm bảo rõ ràng, không tẩy xóa, đầy đủ thông tin theo quy định. Nếu thông tin trong giấy tờ không được viết bằng tiếng Việt thì nhà thầu phải cung cấp bản dịch đi kèm (bản gốc hoặc bản công chứng).
* Yêu cầu vận chuyển, đóng gói, bàn giao
Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn diện quá trình vận chuyển, đóng gói trước khi bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư như đã cam kết.
* Yêu cầu về chất lượng khác
Nhà thầu phải cam kết chất lượng đảm bảo:
- Đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong quá trình thực hiện;
- Cam kết bảo hành hàng hóa từ 12 tháng trở lên và hỗ trợ xử lý sự cố khi có sự cố xảy ra;
2.2. Yêu cầu cụ thể đối với thông số kỹ thuật của hàng hóa:
Các yêu cầu kỹ thuật tại bảng sau là mức yêu cầu tối thiểu hàng hóa, thiết bị (hoặc phần mềm) phải đáp ứng, được hiểu theo nghĩa không hạn chế các tính năng, thông số kỹ thuật được liệt kê tại bảng mà khuyến khích các nhà thầu cung cấp hàng hóa có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn (không áp dụng tiêu chí này đối với thông số kích thước) nhưng phải bảo đảm tính đồng bộ, tương thích và khả năng sử dụng theo yêu cầu của HSMT:
	Stt
	Tên hàng hóa
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn

	1
	Bán dẫn 2П307Г
	 Nguồn tiêu tán: 250 mW. 
Điện áp nguồn xả tối đa: 25 V. 
Điện áp cống tối đa: 30 V. 
Dòng xả (liên tục): 30 mA

	2
	Bán dẫn 2Т208Л
	Điện áp cực : 60V; 
Dòng cực 300mA
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60° C ... + 125° C

	3
	Bán dẫn 2Т208М
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW. 
Điện áp cực đại: 60 V. 
Dòng cực thu: 150 mA. 
Điện trở bão hòa: 1,3Ω.

	4
	Bán dẫn 2Т312Б
	Công suất tiêu tán không đổi: 225 mW;
Điện áp gốc cực thu: 30 V;
Dòng thu DC tối đa: 30 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 40 Ohm;

	5
	Bán dẫn 2Т312В
	Công suất tiêu tán không đổi của cực thu: 225 mW;
Điện áp gốc cực đại : 30 V;
Dòng cực thu không đổi cho phép tối đa: 30 mA;

	6
	Bán dẫn 2Т316Б
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW;
Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm);
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm;

	7
	Bán dẫn 2Т326А
	Công suất tiêu tán không đổi của bộ thu: 200 mW;
Điện áp cực thu-phát tối đa: 15 V (100 kOhm);
Dòng thu DC tối đa cho phép: 50 mA;
Điện trở bão hòa: ≤ 30 Ohm;

	8
	Bán dẫn 2Т326Б
	Điện áp cổ góp-phát: 60V; 
Hệ số khuếch đại dòng : 80 đến 160; 
Dòng cổ góp tối đa: 400 mA; 
Tần số cắt: 200 MHz; 

	9
	Bán dẫn 2Т504Б
	Điện áp cổ góp-phát: 120V; 
Hệ số khuếch đại dòng : 40 đến 120; 
Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; 
Tần số cắt: 50 MHz; 

	10
	Bán dẫn 2Т603Б
	Điện áp cổ góp-phát: 120V; 
Hệ số khuếch đại dòng : 80 đến 240; 
Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; 
Tần số cắt: 50 MHz; 

	11
	Bán dẫn 2Т608Б
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W;
Điện áp cực đại: 120 V;
Dòng điện một chiều: 10 A;

	12
	Bán dẫn 2Т630А
	Điện áp cực : 100V;
Dòng cực 20A;
Tần số cắt (fT): 4MHz;

	13
	Bán dẫn 2Т630Б
	 Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 5 W;
 Điện áp gốc cực đại: 100 V;
 Dòng điện một chiều: 2 A;
 Điện trở bão hòa: ≤ 0,6 Ohm

	14
	Bán dẫn 2Т808А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 30 W;
Điện áp cực đại: 200 V;
Dòng điện một chiều: 20 A;

	15
	Bán dẫn 2Т819А
	Công suất tiêu tán  30 W;
Điện áp gốc cực đại : 4 V;
Dòng thu DC tối đa cho phép: 3 A;
Điện trở bão hòa: ≤ 1 ohm;

	16
	Bán dẫn 2Т827А
	Công suất tiêu tán với bộ tản nhiệt: 50W; 
Điện áp cực tối đa: 100 V;
Dòng điện cực thu tối đa: 10 A; 

	17
	Bán dẫn 2Т831Г
	Điện áp cực D-S (Vds): 200V; Dòng cực D liên tục (Id): 30A; Điện trở thông mạch (Rds-on): 0,085 Ohm; Dải nhiệt độ vận hành (T): -55,,,+150°C;

	18
	Bán dẫn 2Т866А
	Điện áp ngược cực đại: 200V; 
Dòng điện thuận trung bình: 1A; 
Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,3 µs;

	19
	Bán dẫn 2Т903Б
	Điện áp ngược 1 chiều lớn nhất: 200 V;
Dòng thuận lớn nhất: 1 A
Tần số làm việc; 100 kHz;
Điện áp thuận 1 chiều: ≤ 1V khi Iпр 1 A;

	20
	Bán dẫn 2Т908А
	Điện áp ngược cực đại: 200V; 
Dòng điện thuận định mức: 30A; 
Thời gian hồi phục ngược: ≤ 0,15 µs; 
Sụt áp thuận: ≤ 1,4V;

	21
	Bán dẫn IRF 250
	Điện áp ngược trực tiếp tối đa: 50 V;
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA;
Điện áp chuyển tiếp DC: ≤ 1,1 V ở 0,2 A Inp;
Dòng ngược không đổi: ≤ 5 μA tại Uobr 50 V;

	22
	Bán dẫn IRF 5210
	Điện áp ngược cực đại: 50V; 
Dòng điện thuận trung bình: 50 mA; 
Thời gian hồi phục ngược: ≤ 4 ns; 
Dung tích tiếp giáp (Cj): ≤ 1,5 pF;

	23
	Bán dẫn IRF 7309
	Điện áp ngược không đổi lớn nhất: 50 V; 
Điện áp ngược xung tối đa: 60 V; 
Dòng chuyển tiếp tối đa: 200 mA; 
Dòng chuyển tiếp xung tối đa: 1,5 A; 

	24
	Biến trở СП5-16ВА-0,25ВТ10КΩ±10%
	Điện áp ngược cực đại: 50V; 
Dòng điện thuận định mức: 100 mA; 
Thời gian hồi phục ngược: ≤ 10 ns; 
Công suất tiêu tán: 0,3W; 

	25
	Biến trở СП5-3-1ВТ-4,7КОМ±5%
	Đi ốt ổn áp (Zener) Silic độ chính xác cao; 
Điện áp ổn định (Uz): 3,3V; 
Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA; 
Công suất tiêu tán (Pmax): 0,3W

	26
	Bộ ổn áp СН5
	Điện áp ổn định danh định: 15 V
Dòng điện ổn định tối đa cho phép: 53 mA;
Công suất tiêu tán tối đa cho phép: 1 W;

	27
	Đi ốt 2Д202Д
	Điện áp ngược cực đại : 400V; 
Dòng điện thuận định mức: 300 mA; 
Sụt áp thuận: ≤ 1V; 
Tần số làm việc tối đa: 1 kHz; 

	28
	Đi ốt 2Д212А
	Điện áp ổn định: 9,0V; 
Hệ số trôi nhiệt (TCU): ≤ 0,0005 %/°C; 
Dòng ổn định định mức (Iz): 10 mA;

	29
	Đi ốt 2Д212Б
	Ma trận điện trở 28 chân
điện áp đầu vào: < 10V tần số đến 500 kHz
Điện trở của các điện trở 9,212…10,788kΩ.
Điện trở cách điện ≥100MΩ.

	30
	Đi ốt 2Д213А
	● Điện trở khối danh nghĩa: 10 KOhm;
● Công suất tiêu tán danh nghĩa: từ 0,3 đến 1 W;
● Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60... +85 °C;

	31
	Đi ốt 2Д222ВС
	Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức: 25V;  
Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C

	32
	Đi ốt 2Д2997А
	Điện dung định mức: 150 µF; Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức: 50V; 
 Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C.

	33
	Đi ốt 2Д510А
	Điện dung định mức: 68 µF;  Sai số điện dung: ±20%;
Điện áp định mức: 50V; 
Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +155°C.

	34
	Đi ốt 2Д522Б
	điện dung danh định: 22 µF; dung sai: 20%; 
điện áp định mức: 20 VDC; dòng rò: ~ (4÷10) µA; 
điện trở nối tiếp tương đương: ~(0,1÷1,5) Ω

	35
	Đi ốt 2Д908А
	Dòng tiêu thụ: ≤ 15 mA.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 +125°C.

	36
	Đi ốt 2ДС627А
	Chứa 56 phần tử tích phân. TTL; 14 chân;
Điện áp nguồn: 5V±10%  AD262
Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA

	37
	Đi ốt 2С133А
	Chứa 45 phần tử tích phân.  
Điện áp nguồn: 5V±10% Điện áp ra mức thấp: 0..0,4V; 
Dòng ra mức cao: 0,04mA; 
Dòng tiêu thụ : 8mA;

	38
	Đi ốt 2С515А
	Chứa 34 phần tử tích phân. TTL; 14 chân. 
Điện áp nguồn: 5V±10%; 
Dòng tiêu thụ khi điện áp đầu ra ở mức cao: 8mA

	39
	Đi ốt Д237А
	Vi mạch số dạng TTL;
Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 22mA

	40
	Đi ốt Д816Б
	Chứa 32 phần tử tích phân. TTL; 14 chân
 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V;
 Dòng tiêu thụ: ≤ 22 mA;
 Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	41
	Đi ốt Д817В
	Loại nhà ở 402.16-32.
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%.

	42
	Đi ốt Д818И
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	43
	Điện trở 0,125-10КОМ
	 'Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;
  Công suất tiêu thụ, ≤: 110 mW; 

	44
	Khuếch đại MRF275G
	 Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,4 

	45
	Ma trận điện trở 302НР1Г
	Dòng tiêu thụ ≤ 9 mA.
 Điện áp nguồn: 5 ± 10% V. 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 + 125 ° С.

	46
	Ma trận điện trở Б19К-2-10К
	 Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,6 ;
Dòng tiêu thụ: ≤ 6,6mA;

	47
	Ma trận điện trở Б19К-2-150ОМ
	Số chân:14; Chức năng: 4 phần tử lôgic "2AND-NOT/2OR-NOT";
Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 44.0 mA;

	48
	Ma trận điện trở Б19К-2-3КОМ
	Vi mạch số dạng TTL; hai phần tử trigo J-K
Trọng lượng ≤ 0,35 g; 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V; 
Dòng biến đổi I≤3,2мА

	49
	Ma trận điện trở Б19М-1-1-3,9КΩ
	 - Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
- Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
- Dòng tiêu thụ: không quá 1,4mA;

	50
	Ma trận điện trở Б19М-1-1-7,5КΩ
	 - Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  - Dòng tiêu thụ, không quá: 44.0 mA;
  - Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	51
	Thanh hoạt chất АЖ7.249.308
	 - Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
- Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
- Dòng tiêu thụ: không quá 5,7 mA với mức logic 0 và không quá 2,7mA với mức logic 1;

	52
	Tụ điện К50-29-160В-10МКФ±10%
	 - Điện áp nguồn: 5,0 V ± 10% V; 
- Ura logic_0 ≤ 0,3V; Ura logic_1 ≥ 2,4 ;
- Dòng tiêu thụ: không quá 7,2mA;

	53
	Tụ điện К50-29-160В-22МКФ±10%
	Bộ khuếch đại thuật toán 4 kênh (Quad Bộ khuếch đại thuật toán); Điện áp nguồn (Ucc): ±1,5V đến ±15V; Hệ số khuếch đại (Au): 100,000; Dòng tiêu thụ: ≤ 1,5 mA; 

	54
	Tụ điện К50-29-160В-47мкФ
	Chứa 22 phần tử phân tích.
 Dải điện áp nguồn: ±12.6 V ±10%;
 Dòng tiêu thụ, ≤: 12 mA;

	55
	Tụ điện К50-29-160В-47МКФ±10%
	Điện áp nguồn: ±12,6V; 
Hệ số khuếch đại áp (K): 20,000; 
Trở kháng đầu ra (Zout): 300 Ohm

	56
	Tụ điện К50-29-25В-22мкФ
	Chứa 82 phần tử tích phân.
Số chân:12;
Dải điện áp cung cấp: ± 5 ... ± 18 V;
Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA;

	57
	Tụ điện К50-29-63В-1000мкФ
	Chứa 45 phần tử phân tích.
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 5,0 mA;

	58
	Tụ điện К50-29В-100В-100МКФ
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8
Dải điện áp cung cấp: ± 15 V ± 10%;
Dòng điện tiêu thụ (-2,8; 2,8)mA;

	59
	Tụ điện К50-29В-63В-1000МКΦ
	Điện áp đầu ra: 3...12V
Dòng đầu ra: 0,15A
Điện áp đầu vào: 20V
Dải nhiệt độ làm việc: từ âm 60...+125oC

	60
	Tụ điện К52-1-100В-100мкФ
	Điện áp ra: 12 ... 30 V;
Dòng điện đầu ra: 0,15 A;
Điện áp đầu vào: 40 V;

	61
	Tụ điện К52-1-100В-33мкФ
	Điện áp ra (Uout): 3V đến 30V; 
Dòng điện ra cực đại: 1A; 
Điện áp sụt: 3V;

	62
	Tụ điện К52-1-100В-68МКФ
	Vi mạch ổn áp cố định 5V (Nhóm A); Điện áp ra (Uout): 5V; Sai số điện áp: ±1%; Dòng điện ra cực đại (Iout): 3A; Điện áp vào cực đại (Uin max): 15V

	63
	Tụ điện К52-1-16В-220МКФ±20%
	Chứa 29 phần tử phân tích.
Điện áp đầu vào: 40 V;
Dòng điện đầu ra: 0,15 A; 
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С.

	64
	Tụ điện К52-1-16В-47МКФ
	Chứa 32 phần tử phân tích.
 Điện áp nguồn cung cấp: +5,0 V ± 0,5; -24± 2,4 V
 Dòng tiêu thụ, ≤: 4 mA;

	65
	Tụ điện К52-11В-16В-330МКФ±10%
	Vi mạch đệm dòng 8 kênh (Octal Buffer); Điện áp nguồn (Vcc): 5V; Thời gian trễ (tpd): 9 ns; Dòng điện đầu ra (Iol): 24 mA; Trạng thái đầu ra: 3 trạng thái (Tri-state)

	66
	Tụ điện К52-1-25В-150мкФ
	Vi mạch thu phát bus 8 kênh; 
Điện áp nguồn: 5V; 
Dòng đầu ra mức thấp: 24 mA; 
Dòng tiêu thụ tối đa: 60 mA

	67
	Tụ điện К52-1-25В-150МКФ±20%
	Bộ giải mã 3-sang-8 (3-line to 8-line); Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; Thời gian trễ (tpd): ≤ 15 ns; Dòng tiêu thụ (Icc): ≤ 8 mA; ; 

	68
	Tụ điện К52-1-25В-330МКФ
	Khuyếch đại thuật toán; Số chân:8 ;
Điện áp cung cấp: ±15V±10%; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 4mA;

	69
	Tụ điện К52-1-25В-33МКФ
	 Điện áp gốc thu: 20 V
  Điện áp gốc phát: 4 V
  Điện áp giữa các bóng bán dẫn: 20 V
  Dòng điện cực thu không đổi: 10 mA
  Dòng điện cực góp xung (ti = 30μs): 40 mA

	70
	Tụ điện К52-1-50В-150МКФ
	Thanh ghi dịch 8-bit tốc độ cao; Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; Tần số xung clock (fmax): ≥ 30 MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): ≤ 90 mA; ;

	71
	Tụ điện К52-1-50В-3,3МКФ
	điện áp nguồn Vcc=5V±5%; 
dòng tiêu thụ Icc=20÷40 mA; 
mức logic: VIH≥2 V, 

	72
	Tụ điện К52-1-50В-68МКФ
	Công suất tiêu tán cực góp không đổi: 400 mW
Dòng điện cực thu xung tối đa cho phép: 800 mA; 
Điện trở bão hòa giữa cực thu và cực phát: không quá 1000 Ohm

	73
	Tụ điện К52-1-50В-68МКФ±20%
	Điện áp cực C-E: 20V; 
Dòng cực 50mA; 
Hệ số khuếch đại dòng : 80 - 300; 
Điện áp bão hòa C-E (Uce-sat): <0,2V

	74
	Tụ điện К52-1-63В-100МКФ±10%
	Điện áp đầu ra, V  5;
Dòng tải tối đa, 2 A;
Điện áp đầu vào 7 ... 40 V;
Hiệu quả, 71 ... 78.% 

	75
	Tụ điện К52-1М-16В-220МКФ±10%
	Điện áp ngược tối đa (Ur): 20V; 
Dòng thuận định mức (If): 30mA; 
Điện dung tiếp giáp (Cj): <1,5pF

	76
	Tụ điện К52-1М-25В-33МКФ±10%
	Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA;
Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60°C ... + 125°C.

	77
	Tụ điện К52-2-50В-200МКФ
	Chứa 51 phần tử tích phân.
Dải điện áp cung cấp: ± 15.0 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 6 mA
Dòng tải đến 50 mA

	78
	Tụ điện К52-2-50В-200МКФ±10%
	Các vi mạch 525PS2A là bộ nhân tín hiệu, 14 chân
Chứa 62 phần tử tích phân.
Điện áp cung cấp: ±15 ±10% V.
Mức tiêu thụ hiện tại: ≤ 7 mA.
Nhiệt độ hoạt động: -60...+125°С.

	79
	Tụ điện К52-2-70В-150МКФ±10%
	Chứa 42 phần tử tích phân.
'Điện áp cung cấp: 5,5 V ± 5%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 44 mA;

	80
	Tụ điện К52-2-70В-200МКФ±10%
	Chứa 76 phần tử tích phân.
'Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 36 mA

	81
	Tụ điện К52-5-50В-150МКФ
	Chứa 203 phần tử tích phân.
Điện áp cung cấp: 5 ± 10% V.
Dòng tiêu thụ: ≤ 10 mA.

	82
	Tụ điện К52-9-25В-33МКФ
	Mạch vi mạch 533IR16 là thanh ghi dịch trái bốn bit
Chứa 252 thành phần tích hợp. 
Điện áp cung cấp: 5 ±10% V. 
Dòng điện tiêu thụ: ≤ 31 mA. 

	83
	Tụ điện К52-9В-6,3В-68МКФ
	Thanh ghi 8-bit kích hoạt theo sườn (Octal D-Flip-Flop); Tần số clock: ≥ 35 MHz; Dòng đầu ra: 24 mA;

	84
	Tụ điện К53-18-16В-10МКФ
	Mạch logic 2 cổng 4-Input NAND công suất thấp; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V (±10%); Thời gian trễ lan truyền (tpd): 9ns; Dòng tiêu thụ (Icc): <1,6mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; 

	85
	Tụ điện К53-18В-20В-22МКФ
	Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 3,3 mA; 
Ura logic_0 ≤ 0,4V; Ura logic_1 ≥ 2,5 

	86
	Tụ điện К53-18В-20В-3,3МКФ
	Chứa 108 phần tử phân tích.
Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 6,6 mA; 

	87
	Tụ điện К53-28В-32В-33МКФ
	6 bộ đảo hở Collector (Hex Inverter OC); Điện áp đầu ra cực đại: 7V; Dòng đầu ra: 16 mA; Thời gian trễ: ≤ 15 ns,

	88
	Tụ điện К53-7-15В-15МКФ
	Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Tần số xung nhịp tối đa (fmax): 30MHz; Dòng tiêu thụ (Icc): <8mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C;

	89
	Tụ điện К73-16-63В-0,47МКФ
	Mạch logic 6 cổng Inverter Schmidt Trigger; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Điện áp ngưỡng dương (Vt+): 1,7V; Điện áp ngưỡng âm (Vt-): 0,9V; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C;

	90
	Tụ điện К73-16-63В-2,2МКФ
	Các chip 1533TM9 là sáu flip-flop D đồng bộ với đầu ra trực tiếp.
  Điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 19 mA;
  Giá trị cho phép của thế tĩnh điện: 200 V;

	91
	Tụ điện КМ-6А-Н90-0,1МКФ
	Dải điện áp cung cấp: 5,0 V ± 10%; 
Dòng tiêu thụ, ≤: 100 mA;

	92
	Tụ điện КМ-6А-Н90-1МКФ±5%
	Điện áp ngược tối đa (Ur): 30V; Dòng thuận (If): 10mA; Thời gian hồi phục ngược (trr): <4ns; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Điện dung tiếp giáp (Cj): <2pF

	93
	Tụ điện КМ-6-М1500-6800пф±10%-Б
	Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; Tốc độ tăng điện áp (SR): >20V/µs; Tần số khuếch đại đơn vị (ft): 15MHz; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60,,,+125°C; Điện áp lệch không (Uoff): <5mV

	94
	Vi mạch 109ЛИ1
	Bộ nhớ PROM lập trình cầu chì 16 Kbit; Dung lượng: 2K x 8; Thời gian truy cập: ≤ 80 ns; Dòng tiêu thụ: ≤ 150 mA; Lưu mã lệnh firmware,

	95
	Vi mạch 133ЛА1
	 Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
  Dòng tiêu thụ, ≤: 185 mA;
  Phạm vi nhiệt độ hoạt động: -60 ° C ... + 125 ° C.

	96
	Vi mạch 133ЛА2
	 Dải điện áp cung cấp: 5 V ± 10%;
Dòng tiêu thụ, ≤: 60 mA;
Nhiệt độ hoạt động: -60 ... + 125 ° С.

	97
	Vi mạch 133ЛА3
	Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; 
Dòng đầu ra: 1,2mA;

	98
	Vi mạch 133ЛА4
	Mạch logic 2 cổng 4-ngõ vào NAND CMOS; 
Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; 
Dòng tiêu thụ: <0,1µA;

	99
	Vi mạch 133ЛА6
	Mạch logic 6 cổng có đệm CMOS; 
Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; 
Dòng đầu ra: 1,5mA; 
Trở kháng đầu vào (Rin): 10^12 Ohm

	100
	Vi mạch 133ЛА7
	Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V ± 5%; Thời gian thực hiện chu kỳ: 100 ns; Dòng tiêu thụ (Icc): 150 mA; ;

	101
	Vi mạch 133ЛА8
	Bộ chuyển mạch 8 kênh; Số chân: 16;
Chuyển mạch các tín hiệu có mức điện áp (-5;+5)V;
Điện áp nguồn:  Uп1= (-13,5; 16,5)V, Uп2=(4,5;5,5)V; 
Điện áp điều khiển mức cao: (3,6;5,5)V 

	102
	Vi mạch 133ЛЕ1
	Bộ nhớ tĩnh SRAM CMOS 256K (32K x 8-bit); Thời gian truy cập (tacc): 20 ns; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V;  Dải nhiệt độ vận hành (T): 0,,,+70°C; Kiểu vỏ: DIP 28 chân

	103
	Vi mạch 133ЛН5
	Bộ nhớ tĩnh SRAM CMOS 4 Mbit (512K x 8-bit); Thời gian truy cập (tacc): 15 ns; Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; Dòng tiêu thụ hoạt động: 100 mA; Dải nhiệt độ vận hành (T): -40,,,+85°C; Vỏ dán bề mặt SOJ

	104
	Vi mạch 133ЛР1
	Tần số trung tâm (f0): 1575,42 MHz; Điện áp nguồn (Vcc): 3V đến 5V; Công suất tiêu thụ: 200 mW; Dải nhiệt độ vận hành (T): -40°C đến +85°C

	105
	Vi mạch 133ТМ2
	Tần số đóng cắt (fsw): 500 kHz; Dòng điện cực đại (Ipeak): 4,5A; Điện áp vào (Vin): lên đến 25V;  Hiệu suất chuyển đổi: ≥ 90%

	106
	Vi mạch 133ТМ5
	Số lượng cổng logic: 3,000; 
Số chân I/O: 80; 
RAM nội: 3,200 bits;

	107
	Vi mạch 134ИР1
	Điện áp ngược (Ur): 30V; 
Dòng thuận xung (Ifp): 100mA; 
Điện dung tiếp giáp: 2pF

	108
	Vi mạch 134КП10
	Tiết diện lõi (S): 0,14mm²; 
Cấu tạo lõi: Đồng mạ thiếc; 
Cách điện: Sợi lụa và nhựa PVC (МГШВ); 
Điện áp vận hành: 380V;

	109
	Vi mạch 134ЛБ1А
	Điện áp cổ góp-phát: 10V; 
Tần số cắt: 800 MHz; 
Dòng cổ góp tối đa: 30 mA; 

	110
	Vi mạch 134ЛБ1Б
	Điện áp cổ góp-phát: 250V; 
Dòng cổ góp tối đa: 1000 mA; 
Tần số cắt: 20 MHz;

	111
	Vi mạch 134ТВ14
	Điện áp cổ góp-phát: 30V; 
 Dòng cổ góp tối đa: 300 mA; 
Tần số cắt: 200 MHz; 

	112
	Vi mạch 136ЛА1
	Điện áp cực : 40V; 
Dòng cực 10A;
Tần số cắt (fT): 3MHz; 
Công suất tiêu tán (Pd): 60W; 

	113
	Vi mạch 136ЛА3
	Điện áp cực D-S (Vds): -100V; 
Dòng cực D liên tục (Id): -40A; 
Công suất tiêu tán: 200W

	114
	Vi mạch 136ЛН1
	Điện áp cực D-S (Vds): 30V; 
Dòng cực D (Id): 3,0A - 4,0A; 
Điện trở đóng (Rds-on): 0,05 Ohm; 

	115
	Vi mạch 136ТВ14
	Trở kháng danh định (Rnom): 10 kΩ; 
Sai số trở kháng: ±10%; 
Công suất định mức (Pnom): 0,25 W

	116
	Vi mạch 136ТМ2
	 Trở kháng danh định (Rnom): 4,7 kΩ; 
Công suất định mức (Pnom): 1,0 W; 
Sai số trở kháng: ±5%; 

	117
	Vi mạch 1401УД2
	Điện áp ngõ ra (Uout): 5,0 V; 
Sai số ổn áp (ΔU): ±1%; 
Độ gợn điện áp (Ripple): <10

	118
	Vi mạch 140УД1Б
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 100V; 
Dòng điện thuận trung bình (If av): 5A; 
Điện áp thuận (Uf): < 1,5V; 
Tần số vận hành tối đa (fmax): 1,2kHz; 

	119
	Vi mạch 140УД2
	Điện áp ngược cực đại (Urrm): 200V; Dòng điện thuận định mức (If av): 10A; Tần số làm việc tối đa (fmax): 100 kHz; 

	120
	Vi mạch 140УД20А
	Điện áp ngược cực đại (Urev max): 100V; Dòng điện thuận trung bình (If av): 5A; Điện áp thuận (Uf): < 1,2V; Thời gian hồi phục (trr): < 150ns; 

	121
	Vi mạch 140УД6А
	Điện áp ổn định (Uz): 27V; Dòng ổn định tối đa (Iz max): 0,18A; Điện trở động (Rz): < 18 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 5W; 

	122
	Vi mạch 140УД6Б
	Điện áp ổn định (Uz): 82V; Dòng ổn định tối đa (Iz max): 60mA; Điện trở động (Rz): < 90 Ohm; Công suất tiêu tán (Pd): 5W; 

	123
	Vi mạch 142ЕН1Б
	Trị số điện trở (R): 10 kOhm; Sai số: ±1% hoặc ±5%; Công suất danh định (P): 0,125W; 

	124
	Vi mạch 142ЕН2Б
	Tần số hoạt động (f): 450 - 512 MHz; Công suất ra đỉnh (Ppeak): 150W; Độ lợi (G): 9,5 dB; 

	125
	Vi mạch 142ЕН3
	Giá trị điện trở (Rnom): 150 Ohm; Sai số: ±10%; Số chân (Pins): 10; 

	126
	Vi mạch 142ЕН5А
	Giá trị điện trở (Rnom): 3,0 kOhm; Sai số: ±10%; Số lượng phần tử: 9; Dải nhiệt độ vận hành (T): -60 đến +155°C;

	127
	Vi mạch 142ЕП1
	Giá trị điện trở: 3,9 kOhm; Sai số (±): 10%; Công suất định mức mỗi phần tử: 0,05W; Tần số làm việc: lên đến 500 MHz; 

	128
	Vi mạch 142ЕП2
	Giá trị điện trở: 7,5 kOhm; Sai số (±): 10%; Công suất định mức mỗi phần tử: 0,05W; 

	129
	Vi mạch 143КТ1
	Tần số danh định (f): 100 kHz; Điện trở tương đương (Rs): 150 Ohm; 

	130
	Vi mạch 1504ЛА3А
	Điện áp định mức: 160V; Điện dung (C): 10 µF; Sai số: ±10%;

	131
	Vi mạch 1504ЛА4А
	Điện áp định mức: 160V; 
Điện dung: 22 µF; 
Sai số: ±10%; 

	132
	Vi mạch 1504ЛА8А
	Điện dung định mức: 47 µF; 
Điện áp định mức: 160V; Sai số (±): 20%; 
Dòng gợn sóng: 150 mA;

	133
	Vi mạch 1533АП5
	Điện áp định mức: 160V; 
Điện dung: 47 µF; Sai số: ±10%; 
Dòng điện rò tối đa: 25 µA; 

	134
	Vi mạch 1533АП6
	Điện dung định mức: 22 µF; 
Điện áp định mức: 25V; 
Sai số điện dung: ±20%;

	135
	Vi mạch 1533ИД7
	Điện dung định mức: 1000 µF; 
Điện áp định mức: 63V; 
Sai số điện dung: ±20%; 

	136
	Vi mạch 153УД6
	Điện dung (C): 100 µF;
 Điện áp định mức: 100V;

	137
	Vi mạch 159НТ1
	Điện dung (C): 1000 µF; 
Điện áp định mức: 63V;
Tần số rung động: 1 đến 2000 Hz

	138
	Vi mạch 159НТ1Б
	Điện dung định mức: 100 µF; 
Điện áp định mức: 100V; 
Sai số điện dung: ±20%; 

	139
	Vi mạch 17128Е
	Điện dung định mức: 33 µF; 
Điện áp định mức: 100V; 
Sai số điện dung: ±20%; 
Dòng rò cực đại: 5 µA

	140
	Vi mạch 1802ИР1
	Điện dung (C): 68 µF; Điện áp định mức: 100V;  Dòng rò (Ir): 5,0 µA; Sai số điện dung: ±20%

	141
	Vi mạch 1КЛЕ5
	Điện dung (C): 220 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung: ±20%;  Gia tốc rung (G): 15g

	142
	Vi mạch 1КТМ2
	Điện dung (C): 47 µF; Điện áp định mức: 16V;  Dòng rò (Ir): 2,0 µA; Sai số điện dung: ±20%

	143
	Vi mạch 1НТ251
	Điện dung (C): 330 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung: ±10%; 

	144
	Vi mạch 1НТ251А
	Điện dung định mức: 150 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số điện dung: ±20%; 

	145
	Vi mạch 286ЕП1АПМ
	Điện dung định mức: 330 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số điện dung: ±20%; 

	146
	Vi mạch 286ЕП2
	Điện dung định mức: 33 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số điện dung: ±20%; Dòng rò cực đại: 1,5 µA

	147
	Vi mạch 2ТС622Б
	Điện dung định mức: 3,3 µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số điện dung: ±20%; Trở kháng (Z) tại 10kHz: 30 Ohm

	148
	Vi mạch 521СА1
	Điện dung định mức: 68 µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số điện dung (ΔC): ±20%; Dòng rò cực đại: 6,0 µA,

	149
	Vi mạch 521СА3
	Điện dung định mức: 100 µF; Điện áp định mức: 63V; Sai số điện dung: ±10%; Dòng rò cực đại: 12,6 µA

	150
	Vi mạch 525ПС2А
	Điện dung định mức: 220 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung (ΔC): ±10%;  Tang tổn hao (tanδ): 20%,

	151
	Vi mạch 530ЛА16
	Điện dung định mức: 33 µF; Điện áp định mức: 25V; Sai số điện dung (ΔC): ±10%;  Khối lượng: 8,0 g,

	152
	Vi mạch 530ЛА3
	Điện dung: 200 µF; 
Điện áp: 50V; 
Sai số (ΔC): ±20%;  
Trở kháng (Z) tại 10kHz: 1,5 Ohm,

	153
	Vi mạch 533ИД7
	Điện dung định mức: 200 µF; 
Điện áp định mức: 50V; 
Sai số điện dung: ±10%; 

	154
	Vi mạch 533ИР16
	Điện dung: 150 µF; 
Điện áp: 70V; Sai số (ΔC): ±10%;  
Dòng rò (Il): 25,0 µA,

	155
	Vi mạch 533ИР23
	Điện dung: 200 µF; Điện áp: 70V; Sai số (ΔC): ±10%;  Dòng rò cực đại: 35 µA,

	156
	Vi mạch 533ЛА1
	Điện dung định mức: 150 µF; Điện áp định mức: 50V; Sai số điện dung: ±20%; 

	157
	Vi mạch 533ЛА3
	Điện dung: 33 µF; Điện áp: 25V; Sai số (ΔC): ±20%;

	158
	Vi mạch 533ЛИ6
	Điện dung: 68 µF; Điện áp: 6,3V; Sai số (ΔC): ±20%; 

	159
	Vi mạch 533ЛН1
	Điện dung định mức: 10 µF; Điện áp định mức: 16V; Sai số điện dung: ±20%; Dòng rò cực đại: 1,6 µA;

	160
	Vi mạch 533ЛН2
	Điện dung: 3,3 µF; Điện áp: 20V; Sai số (ΔC): ±20%; ; Dòng rò (Il): 0,8 µA,

	161
	Vi mạch 533ТВ6
	Tụ Tantalum rắn biến thể 28V; Điện dung: 33 µF; Điện áp: 32V; Sai số (ΔC): ±20%; Trở kháng (ESR) thấp,

	162
	Vi mạch 533ТЛ2
	Điện dung: 15 µF; Điện áp: 15V; Sai số (ΔC): ±20%; Tang tổn hao (tanδ): 10%,

	163
	Vi mạch 533ТМ9
	Điện dung: 0,47 µF; Điện áp: 63V; Sai số: ±20%; Dùng trong mạch lọc tín hiệu âm tần,

	164
	Vi mạch 541РУ1
	Điện dung: 2,2 µF; 
Điện áp: 63V; Sai số: ±20%; 
Hệ số tự phục hồi khi đánh thủng,

	165
	Vi mạch 542НД1
	Điện dung danh định: 0,1 µF; 
Hệ số nhiệt điện dung (TCC): H90; 
Điện áp định mức: 50V; 
Tần số làm việc (f): lên đến 10 MHz;

	166
	Vi mạch 544УД2А
	Điện dung danh định: 1,0 µF; 
Hệ số nhiệt điện dung (TCC): H90; Sai số: ±5%; 
Điện áp định mức: 16V; 

	167
	Vi mạch 556РТ161
	 Điện dung danh định: 6800 pF; 
Hệ số nhiệt điện dung (TCC): M1500; 
Sai số: ±10%; 
Tần số làm việc tối đa (fmax): 100 MHz

	168
	Vi mạch 556РТ7А
	Điện áp nguồn (Vcc): 4V; 
Mức logic thấp (Vol): 0,4V; 
Mức logic cao (Voh): 2,4V; 
Công suất tiêu thụ: 22 mW; 

	169
	Vi mạch 559ИП1
	Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; 
Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 16 mA; 
Dòng tiêu thụ nguồn (Icc): 8 mA; 

	170
	Vi mạch 564ИК1
	Vi mạch 4 cổng NOR 2 đầu vào; 
Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ nguồn (Icc): 27 mA; 
Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 16 mA; 

	171
	Vi mạch 564ИК2
	 Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ (Icc): 1,5 mA; 
Dòng điện đầu ra mức thấp (Iol): 2 mA; 

	172
	Vi mạch 564КП2В
	Điện áp nguồn (Vcc): 5V ±10%; 
Tần số làm việc tối đa (fmax): 10 MHz; 
Dòng tiêu thụ tổng: 8 mA; 

	173
	Vi mạch 564ЛА3
	Điện áp nguồn (Ucc): 40V; 
Thời gian đóng cắt (ton/toff): 0,5/0,8 µs; 
Dòng tiêu thụ (Icc): ≤ 10 mA; 

	174
	Vi mạch 564ЛА7
	4 cổng NAND 2 đầu vào công suất siêu thấp; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; 
Công suất tiêu thụ tĩnh: ≤ 0,5 mW;

	175
	Vi mạch 564ЛА8
	3 cổng NAND 3 đầu vào (Cấp A); 
Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±5%; 
Dòng tiêu thụ cực thấp: 0,5 mA; 

	176
	Vi mạch 564ЛИ2
	4 cổng NAND 2 đầu vào hở Collector; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±5%;
 Điện áp đầu ra (Uoh): 15V;

	177
	Vi mạch 564ЛН1
	Điện áp tối đa cực : 20V; 
Hệ số khuếch đại dòng (h21e): 40 - 150; 
Điện áp lệch cực B-E (ΔUbe): <1mV;

	178
	Vi mạch 564ЛН2
	Bộ nhớ EPROM 128 Kbit (16K x 8); 
Điện áp nguồn (Ucc): 5V ±10%; 
Dòng tiêu thụ chế độ chờ (Isb): ≤ 40 mA; 

	179
	Vi mạch 585ИК02
	Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; 
Tần số hoạt động tối đa (fmax): 15MHz; 
Dòng tiêu thụ (Icc): <20mA;

	180
	Vi mạch 585ИК03
	Điện áp vào: 40V; 
Sai số điện áp đầu ra: ±1%; 
Dòng đầu ra: 2A;

	181
	Vi mạch 590КН1
	2 cổng AND 4 đầu vào; 
Thời gian trễ: ≤ 10 ns; 
Dòng tiêu thụ: ≤ 4 mA;

	182
	Vi mạch 74LVT125D
	Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V đến 15V; 
Thời gian thực hiện phép tính (tcalc): 450 ns; 
Dòng tĩnh (Icc): 40 µA;

	183
	Vi mạch AD780
	Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V đến 15V; 
Dòng điện ra mức thấp (Iol): 1,2 mA; 
Công suất tiêu thụ (P): 0,5 mW;

	184
	Vi mạch AD7874AQ
	Mạch đa hợp 4 kênh kép; 
Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V đến 15V; 
Điện trở trạng thái đóng (Ron): 180 Ohm

	185
	Vi mạch AD826-AR0249
	Mạch logic 4 cổng 2-Input NAND CMOS;
 Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V;
 Dòng đầu ra (Iout): 0,5mA; 
Công suất tiêu thụ tĩnh: 5µW

	186
	Vi mạch ADH146-5ARZ-803
	Mạch logic 4 cổng 2-Input AND CMOS; 
Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; 
Dòng đầu ra (Iout): 1,2mA; 
Công suất tiêu thụ tĩnh (Pd): 5µW

	187
	Vi mạch ADM148-5AR
	Mạch logic 6 cổng Inverter không đệm CMOS; 
Điện áp nguồn (Ucc): 3,0V - 15V; 
Thời gian trễ (tpd): 60ns (tại 10V); 
Dòng tiêu thụ tĩnh (Icc): <0,05µA

	188
	Vi mạch ADP3303
	Bộ xử lý trung tâm 4-bit lát cắt; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; 
Tần số xung nhịp (fclk): 5MHz; 
Dòng tiêu thụ (Icc): <150mA;

	189
	Vi mạch AM29F016D-90FI
	Điện áp nguồn (Vcc): 2,7V đến 3,6V; 
Khả năng chịu áp ngõ vào 5V: Có; 
Dòng điện ngõ ra (Iol): 32 mA;

	190
	Vi mạch AS7C256-15JI
	Điện áp đầu ra (Uout): 2,5V hoặc 3,0V; 
Sai số điện áp (Verr): ±1,0 mV; 
 Dòng cung cấp (Is): <1 mA

	191
	Vi mạch AS7C256-20PC
	Hệ thống thu thập dữ liệu (DAS) 12-bit 4 kênh; 
Độ phân giải (RES): 12 bit; 
 Điện áp nguồn (Ucc): ±5V;

	192
	Vi mạch AT17LV010A
	 thông (BW): 50 MHz; 
Tốc độ tăng điện áp (SR): 350 V/µs; 
Dòng đầu ra (Iout): 50 mA; 
Điện áp nguồn: ±2,5V đến ±18V

	193
	Vi mạch CY7C1049B
	Điện áp nguồn (Ucc): ±15V; 
Tốc độ tăng điện áp (SR): 10 V/µs; 
Dòng tiêu thụ (Icc): <2,5 mA; 

	194
	Vi mạch GP-2010IG
	Tốc độ truyền (Data rate): 30 Mbps; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; 
Số nút tối đa trên mạng: 32 nút;

	195
	Vi mạch LT1374
	Điện áp đầu ra (Uout): 3,3V; 
Dòng tải định mức (Iout): 200 mA; 
Điện áp sụt (Vdrop): 180 mV; 
Sai số điện áp: ±0,8%

	196
	Vi mạch WS128K32-20G2UIA
	Bộ nhớ Flash CMOS 16 Mbit (2M x 8-bit); 
Thời gian truy cập (tacc): 90 ns; 
 Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V (±10%);

	197
	Vi mạch XC4003E PQ100CKJ0605
	Bộ nhớ SRAM tĩnh tốc độ cao 256K (32K x 8); 
Thời gian truy cập (tacc): 15 ns; 
Điện áp nguồn (Vcc): 5V; 
Dòng tiêu thụ trạng thái chờ (Isb): 5 mA;

	198
	Vi mạch XС4005E РQ160СMM0945
	Bộ nhớ cấu hình FPGA nạp nối tiếp; 
Dung lượng: 1 Mbit; 
Điện áp nguồn (Ucc): 3,3V; 
Giao diện kết nối: Serial;

	199
	Vi mạch XС4005E РQ160СКM1105
	Khối bộ nhớ SRAM 32-bit mật độ cao; 
Cấu hình bộ nhớ: 128K x 32 bit; 
Thời gian truy cập (tacc): 20 ns; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V;

	200
	Vi mạch Д815Б
	Vi mạch FPGA dòng XC4005E;
 Số lượng cổng logic: 5,000; 
RAM nội: 6,272 bits;

	201
	Vi mạch   AD9283
	Vi mạch FPGA dòng XC4005E phiên bản K; 
Số lượng cổng logic: 5,000;

	202
	Vi mạch   ADG508F
	Điện áp ổn định (Uz): 6,8V (tại 500mA); 
Dòng điện làm việc cực đại (Iz max): 1,15 A; 
Công suất tiêu tán (Pmax): 8,0W;

	203
	Vi mạch   ADM3311
	Bộ chuyển đổi ADC 8-bit tốc độ siêu cao; 
Công suất tiêu thụ: 90 mW; 
Điện áp nguồn (Vcc): 3V; 

	204
	Vi mạch   ADSP-21061L
	Bộ giải đa kênh 8 kênh chống lỗi; 
Bảo vệ quá áp: lên đến ±40V; 
Điện trở kênh dẫn (Ron): 300 Ohm; 
Điện áp nguồn (Vcc): ±15V;

	205
	Vi mạch   EL7232
	Số lượng kênh: 3 Driver / 5 Receiver;
Tốc độ dữ liệu: 460 kbps; 
Điện áp nguồn (Vcc): 2,7V đến 3,6V; 

	206
	Vi mạch   HI-3282
	Bộ xử lý tín hiệu số SHARC 32-bit; 
Tần số hoạt động: 40 MHz (3,3V); 
Bộ nhớ SRAM nội: 1 Mbit; 
Hiệu suất: 120 MFLOPS;

	207
	Vi mạch   IS61LV51216
	Dòng ngõ ra đỉnh: 2A; 
Thời gian tăng/giảm (tr/tf): 10 ns; 
Điện áp nguồn (Vcc): 4,5V đến 16V;

	208
	Vi mạch   K6R4008V1D
	Bộ thu phát tín hiệu 16-bit Parallel; 
Tốc độ dữ liệu: 12,5 / 100 kbps; 
Điện áp nguồn (Vcc): 5V;

	209
	Vi mạch   K6R4008Y
	Bộ nhớ SRAM tĩnh 8 Megabit (512K x 16);
Thời gian truy cập (tacc): 10 ns; 
Điện áp nguồn (Vcc): 3,3V;

	210
	Vi mạch   XC2S150
	Bộ nhớ SRAM tĩnh 4 Megabit (512K x 8); 
Thời gian truy cập (tacc): 10 ns; 
Điện áp nguồn (Vcc): 3,3V; 
Dòng chờ (Isb): 5 mA;

	211
	Vi mạch điều khiển 2ТС622А
	Bộ nhớ SRAM tĩnh 4 Megabit điện áp thấp; 
Thời gian truy cập (tacc): 15 ns; 
Điện áp nguồn (Vcc): 5V;

	212
	Vi mạch nhớ AM29F010B-90PT
	Số lượng cổng logic: 150,000; 
Điện áp lõi (Vccint): 2,5V; 
Số chân I/O tối đa: 260;

	213
	Vi mạch nhớ AM29F200BB-70SI
	Bộ nhớ Flash CMOS 1 Mbit (128K x 8-bit); 
Thời gian truy cập (tacc): 90 ns; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V;

	214
	Dây dẫn  МГШВ 0,14
	Bộ nhớ Flash CMOS 2 Mbit; 
Thời gian truy cập (tacc): 70 ns; 
Điện áp nguồn (Ucc): 5,0V; 

	215
	Đèn nền màn hình LCD CCFL-3x220mm
	Đèn huỳnh quang cathode lạnh (CCFL); 
Điện áp khởi động: 1200V; 
Dòng điện làm việc (Iw): 5,0mA; 
Chiều dài ống: 220mm; 
Độ sáng (L): 30000 cd/m²;

	216
	Keo bịt kín ВГО-1
	Độ bền bong tróc (nhôm): ≥ 2,0 kN/m; 
Điện trở suất: 1·10^14 Ohm.cm; 
Thời gian khô bề mặt: ≤ 10 min

	217
	Tấm nền màn hình LCD NEC -26L6448
	Màn hình tinh thể lỏng TFT công nghiệp; 
Độ phân giải (Resolution): 640 x 480 Pixel; 
Kích thước đường chéo: 10,4 Inch; 
Độ sáng (L): 350 cd/m²; 
Giao diện tín hiệu: CMOS/TTL 6-bit;

	218
	Vải tráng cao su АХКР
	Vải Polyamide tráng cao su chịu mặn; 
Định lượng (m): 450-550 g/m²; 
Độ bền kéo đứt (S): ≥ 1200 N/5cm; 
Độ bền bong tróc lớp phủ: ≥ 2,0 kN/m; 

	219
	Aceton CH3COCH3
	Dung môi hữu cơ bay hơi nhanh; Độ tinh khiết (C): >99,5%; Tỉ trọng (ρ): 0,791 g/cm³;

	220
	Băng dán giấy 5cm x 40m
	Băng keo giấy che phủ bề mặt; Chiều rộng (W): 50,0 mm; Chiều dài cuộn (L): 40,0 m; Độ dày tổng thể (h): 0,14 mm

	221
	Chất tẩy rỉ RP-7
	Hợp chất bôi trơn thâm nhập và chống rỉ; 
Thành phần: Dầu khoáng nhẹ và chất ức chế ăn mòn; 
Nhiệt độ hoạt động (T): -10°C đến +50°C;

	222
	Cồn Ethanol 96º
	Dung môi cồn công nghiệp nồng độ cao; 
Hàm lượng Ethanol (C): 96,2%; 
Tỉ trọng (ρ): 0,807 g/cm³; 
Nhiệt độ sôi (Tb): 78,3°C;

	223
	Dao rọc giấy FO-KN04
	 Kích thước lưỡi (W): 18,0 mm; Vật liệu lưỡi: Thép Carbon SK5 cường độ cao; Thân dao: Nhựa ABS gia cường kim loại;

	224
	Dây đồng Ф1
	Đường kính dây (d): 1,0 mm; 
Độ dẫn điện (IACS): 100%; 
Điện trở suất (ρ): 0,0172 Ω.mm²/m;
Đồng nguyên chất 99,9%;

	225
	Dây êmay Ф 0,15
	Đường kính lõi (Phi): 0,15 mm; 
Cấp chịu nhiệt: 130 độ C (Cấp B); 
Điện áp đánh thủng lớp men: > 1200V; 
Độ bền cơ học: Chịu uốn nắn tốt;

	226
	Dây êmay Ф0,1
	Đường kính lõi (Phi): 0,1 mm; 
Điện áp đánh thủng lớp men: > 1000V; 
Độ bền cơ học: Chịu uốn nắn tốt;

	227
	Dung môi tẩy rửa APF 80/100
	Xăng nhẹ chiết xuất dầu mỏ; 
Khoảng sôi (Ti-Tf): 80°C - 100°C; 
Tỉ trọng (ρ): 0,700 g/cm³;

	228
	Epoxy 2 thành phần Resin A+B 750g
	Tỉ lệ pha trộn (A:B): 2:1 hoặc 3:1 (theo khối lượng); Thời gian đóng rắn (t): 2 - 4 giờ (khô bề mặt); Độ bền kéo (σ): 50 - 70 MPa; 

	229
	Giấy nhám mịn P600
	Cỡ hạt (G): P600 (25,8 µm); 
Vật liệu mài: Nhôm Oxit; 
Nền giấy: Loại chịu nước;

	230
	Giẻ lau thô Cotton
	Thành phần: 100% sợi Cotton; 
Khả năng thấm hút dầu mỡ: Cao; 
Màu sắc: Trắng hoặc hỗn hợp;

	231
	Hoá chất tẩy ACF dùng cho PCB G-450
	Dung dịch tẩy rửa màng dẫn điện nhiệt; 
Thời gian phản ứng: 3 - 5 phút; 
Nhiệt độ hoạt động: 20 - 30 độ C; 
Trạng thái: Chất lỏng hơi vàng; 
Ứng dụng: Sửa chữa màn hình LCD

	232
	Hoá chất tẩy ACF dùng cho TAB G-750
	Dung dịch tẩy rửa màng dẫn điện nhiệt; 
Hiệu suất tẩy rửa: 100% keo cũ; 
Thành phần chính: Hợp chất hữu cơ gốc Amine

	233
	Keo cách điện TM-704 45g
	Trọng lượng (m): 45 g; Điện áp đánh thủng (Ubreak): 20 kV/mm;Chức năng: Cách điện và chống ẩm mạch điện tử.

	234
	Keo dán 502
	Thời gian kết dính (t): 3 - 5 giây; 
Độ nhớt (V): 2 - 5 cps; 
Cường độ kéo (σ): 10 - 15 MPa; 
Trạng thái: Lỏng không màu;

	235
	Nhựa thông 100 g
	Khối lượng tịnh (m): 100 g; 
Nhiệt độ nóng chảy (Tm): 70°C đến 120°C; 
Chỉ số Axit (mg KOH/g): 150-170; 
Trạng thái: Chất rắn màu vàng hổ phách;

	236
	Ống ghen nhựa chịu nhiệt Ф2
	Đường kính trong (d): 2,0 mm; 
Điện áp chịu đựng (U): 4,0 kV; 
Dải nhiệt độ vận hành (T): -60°C đến +200°C;

	237
	Sơn bông búa 8803
	Thời gian khô (t): 4 giờ; 
Màu sắc: Xanh dương nhạt; 
Khả năng chịu va đập (E): 50 kg.cm;

	238
	Sơn tẩm phủ cách điện Acrylic melamin
	Điện áp đánh thủng (Ubreak): >60 kV/mm; 
Cấp chịu nhiệt: Cấp F (155°C) hoặc H (180°C); 
Thời gian sấy (t): 2 giờ tại 120°C;

	239
	Thiếc hàn dây Ф1,0x1500
	Đường kính dây (d): 1,0 mm; 
Khối lượng (m): 1,5 kg (cuộn lớn); 
Thành phần hợp kim: 63% Sn / 37% Pb;

	240
	Thiếc hàn thanh 63/37 Sn
	Thành phần hợp kim: 63% Sn / 37% Pb; 
Nhiệt độ nóng chảy (Tm): 183°C; 
Trọng lượng thanh (m): 500 g;


3. Bản vẽ
(Không yêu cầu)
[bookmark: _Toc68320562]4. Kiểm tra và thử nghiệm
- Nhà thầu phải tính chi phí kiểm tra thử nghiệm trong giá chào thầu.
- Chủ đầu tư (Bên A) tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa do Nhà thầu (bên B) cung cấp tại địa điểm: Nhà máy A32, Sân bay Đà Nẵng, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, nghiệm thu: Bên B phải phối hợp và đáp ứng yêu cầu các cơ quan chức năng Nhà máy, Bên A tổ chức kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng:
a) Kiểm tra tĩnh hàng hóa:
Hàng hoá chuyển đến kho của Bên A sẽ được cơ quan chức năng của Bên A kiểm tra về số lượng, chất lượng, thông số kỹ thuật theo hợp đồng đã ký gồm có: 
+ Kiểm tra về số lượng hàng hóa; 
+ Thông số kỹ thuật hàng hóa; 
+ Ký mã hiệu, hãng sản xuất, xuất xứ; 
+ Hồ sơ hàng hóa nhập khẩu: 
- Tờ khai hải quan của lô hàng;
- Hóa đơn vận chuyển (Bill of lading);
- Hóa đơn thương mại (Invoice);
- Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List);
- Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Qrigin-CO);
- Chứng nhận chất lượng (Certificate of Quality-CQ) hoặc chứng chỉ phù hợp (Certificate of Conformity-CC).
+ Phụ kiện kèm (nếu có).
 b) Thử nghiệm, bàn giao:
- Thực hiện kiểm tra, vận hành thử các tính năng tham số hàng hóa trên các thiết bị kiểm tra của Bên A;
- Nếu hoạt động ổn định trong vòng 24 giờ sẽ lập biên bản xác nhận, ngược lại Bên B sẽ phải khắc phục sự cố nếu có lỗi và tiến hành kiểm tra lại.
- Xử lý đối với hàng hoá không đạt yêu cầu qua kiểm tra: Bên A từ chối nhận bàn giao hàng hóa không đạt yêu cầu, Bên B có trách nhiệm đổi lại cho đúng với yêu cầu chất lượng của hợp đồng.
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